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Dispositivos Eletrônicos



Introdução aos materiais semicondutores. Junção PN. Diodos de junção e suas

características terminais. Aplicações dos diodos. Transistores de efeito de campo(FET):

JFET E MOSFET. Polarização dos FETs. Os FETS como amplificadores em baixa frequênicas.

Os FETs como chaves. Transistor Bipolar de junção (BJT). Polização do BJT. Amplificadores

com BJT em baixa frequências. O BJT como chave. Amplificadores operacionais.

Tecnologias de implementação de portas lógicas. Dispositivos especiais de chavamento:

SCR, TRIAC, GTO, IGBT. Algumas aplicações de chavamento.

EMENTA



Objetivo Geral: Adquirir conhecimentos básicos da física dos dispositivos
eletrônicos. Estudar as aplicações mais comuns destes dispositivos, assim como

analisar suas limitações. Apresentar os dimensionamentos necessários de

circuitos que contenham estes dispositivos. Mostrar ao aluno a filosofia de

projeto de dispositivos, assim como projetos de aplicações destes dispositivos

em sistemas industriais. Treinar os alunos no uso das informações fornecidas

pelos fabricantes de dispositivos. Desenvolver novos procedimentos para

análise de comportamento de dispositivos em circuitos eletrônicos. Estudar a

construção de dispositivos semicondutores. Desenvolver os conhecimentos

básicos sobre projetos de circuitos com dispositivos eletrônicos. Treinar a

obtenção de informações sobre dispositivos em manuais.

OBJETIVO



Objetivos Específicos: Propriedades dos materiais semicondutores. Junção
PN. Análise de circuitos com diodos. Circuitos retificadores. Circuitos

retificadores com filtro. Desenvolver o estudo dos Transistores de Efeito de

Campo (FETs) e suas tecnologias. Projetar circuitos de amplificadores com

TJB e com FET. Desenvolver os conhecimentos básicos sobre projetos de

circuitos com realimentação. Treinar a obtenção de informações em manuais

para confecção de projetos.

OBJETIVO



1 - Propriedades dos materiais semicondutores.
1.1 - Junções PN
1.2 - Circuitos retificadores.
1.3 - Circuitos retificadores com filtro.
1.4 - Diodo regulador Zener.
1.5 - Circuitos com diodos (limitadores, grampeadores, dobradores de tensão).
1.5.1 - Exercícios referntes aos temas anteriores

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO



2 - Transistores de efeito de campo(FET)
2.1 - JFET 
2.2 - MOSFET
2.3 - Polarização dos FETs. 
2.4 - Os FETS como amplificadores em baixa frequênicas. 
2.5 - Os FETs como chaves. 
2.5.1 - Exercícios referntes aos temas anteriores

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO



3 - Transistor Bipolar de junção (BJT). 
3.1 - Polização do BJT. 
3.2 - Amplificadores com BJT em baixa frequências. 
3.3 - O BJT como chave. Amplificadores operacionais. 

3.3.1 - Exercícios referntes aos temas anteriores

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO



4 - Tecnologias de implementação de portas lógicas. 

5 - Dispositivos especiais de chavamento: SCR, TRIAC, GTO, IGBT. 

5.1 - Algumas aplicações de chavamento.

5.1.1 - Exercícios referntes aos temas anteriores

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO



6 - Amplificadores operacionais

6.1 Especificações do Amplificador Operacional

6.2 - Aplicações do Amplificador Operacional
6.2.1 - Filtros Ativos
6.2.2 - Comparador

6.2.3 - Amplificador Inversor e de Ganho Unitário

6.2.4 - Amplificador Não Inversor

6.2.5 - Amplificador Integrador Inversor

6.2.6 - Amplificador Diferenciador Inversor
6.2.7 - Circuito Somador
6.2.8 - Exercícios referntes aos temas anteriores

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO
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Prova Bimestral – P01 = 20 Pontos 

Prova Bimestral – P02 = 20 Pontos

Participação = 10 Pontos

Trabalho  = 20 Pontos

Prova Semestral – P03 = 30 Pontos

*Exame Especial = 100 Pontos

AVALIAÇÃO



LISTA DE PRESENÇA - MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES TURMA "A"
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AVALIAÇÕES - MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES TURMA "A"
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Participação = 10 Pontos

Trabalho  = 20 Pontos

Prova Semestral – P03 = 30 Pontos

*Exame Especial = 100 Pontos
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